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Gambar 4.10. Profil difraksi sinar-x sampel kaca dengan temperatur
pembakaran 400°C

Gambar 4.11. Grafik hubungan absorbs lapisan TiO2(CsH7), dengan
panjang gelombang (a)Lapisan TiO,(CsH7), dengan suhu
pembakaran 200°C; (b) Lapisan TiO»(CsH-), dengan suhu
pembakaran 300°C; (c)Lapisan TiO»(CsH-), dengan suhu
pembakaran 400°C

Gambar 4.12. Grafik hubungan koefisien absorbsi dengan panjang
gelombang (a)lapisan TiO,(C3H7), dengan temperatur
pembakaran 200°C; (b)lapisan TiO,(C3H;), dengan
temperatur pembakaran 300°C; (c)lapisan TiO2(CsH)2
dengan temperatur pembakaran 400°C

Gambar 4.13. Grafik hubungan energy foton dengan panjang
gelombang  (a) lapisan TiO,(CsHy;), dengan
temperatur pembakaran 200°C; (b)lapisan TiO2(CsH-)»
dengan temperatur pembakaran 300°C;(c)lapisan
TiO»(C3H-), dengan temperatur pembakaran 400°C
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Gambar 4.16. Grafik hubungan antara koefisien absorbansi terhadap
energi foton (a)Lapisan dengan Temperatur 200°C;
(b)Lapisan dengan Temperatur 300°C dan (c)Lapisan
dengan Temperatur 400°C
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